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我々は 2022年度打ち上げ予定のX線分光撮像衛星XRISMに搭載される軟X線撮像装置XtendのX線 CCD
カメラ (SXI)の開発を行っている。Xtendは 38分角四方の広視野を 0.4− 13 keVのエネルギー帯域で撮像する。
SXIは電荷転送時の電荷トラップによる分光性能の劣化を防ぐために人工的な電荷注入 (Charge Injection:CI) を
行うが、2021年 2月に行ったフライトモデルCCDの冷却試験の最中にCI用電極が作るポテンシャル構造を経由
してX線由来ではない電荷が受光部に侵入する事象が確認された。そこで我々はCI時とそれ以外の時間帯でCI
用ポテンシャル構造を変化させることで分光性能を保ちつつ、受光部外からの電荷侵入にも強いCCD駆動法を開
発した。本研究では、SXIとほぼ同じ設計の CCDの側面に黒色塗装した素子を真空度∼ 10−6 Torrの環境下で
−50 ◦Cまで冷却をし、受光部外からの電荷侵入事象を再現した。そこで新駆動法を用いたところ電荷侵入の影
響を受ける撮像範囲が 3 %未満まで抑えられることが分かった。さらに黒色塗装を施していない素子を−110 ◦C
まで冷却し、X線を照射して新駆動法を用いた結果、分光性能の要求 (FWHM 200 eV以下@ 6 keV)を満たすこ
とが分かった。これにより異常事象の対処法を確立することができた。現在、大阪大学の実験室にて、2021年 2
月の実験で実際に電荷侵入事象を経験した CCD素子を、フライト品を模擬した検出器構体の中で本事象発生時
の状況を模擬した真空冷却システムで駆動し、電荷侵入の原因を調べている。


